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Nennen Sie die beiden wichtigsten Gruppen von Feldeffekttransistoren und
charakterisieren Sie deren Aufbau und Wirkungsweise!

Stellen Sie in einer Tabelle die 6 wichtigsten Typen von FET-Transistoren
gegeniiber! Tragen Sie dazu die genaue Bezeichnung, das Schaltsymbol, die
Abhingigkeit Ip = f(Ugs) und das Ausgangskennlinienfeld fir alle Typen in
die Tabelle ein! Markieren Sie die Arbeitsbereiche der FETs und tragen Sie
die Abschniirgrenze ein!

Dimensionieren Sie eine Sourceschaltung fiir einen selbstleitenden n-Kanal-
MOS-FET mit Gleichstromgegenkopplung, wenn die folgenden Werte
gegeben sind:

Abschniirspannung Upo=-4V
Sattigungsstrom Ipss =10 mA
Drainstrom im Arbeitspunkt Ip = 3mA
Betriebsspannung Ug=15V

Zeichnen Sie dazu den Schaltplan der Anordnung, bestehend aus Gate-
widerstand Rg, Drainwiderstand Rp, Sourcewiderstand Rg und den
Koppelkapazititen Cg; und Cy, sowie der Sourcekapazitit Cg!

Bestimmen Sie den Sourcewiderstand Rg! Ermitteln Sie den Drainwiderstand
Rp so, dalB bei der gegebenen Betriebsspannung Ug eine maximale sym-
metrische Aussteuerung um den Arbeitspunkt [Upg, Ip] erfolgen kann! Der
Abschniirbereich soll dabei nicht verlassen werden!



